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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

NMOS、PMOSトランジスタを用いたCMOS-ICの試作実習を通じてプロセス基礎技
術とトランジスタ・回路の基本技術全体を学んだ。イオン注入、酸化、リソグラ
フィ、エッチングなど基本技術を学んだ。トランジスタ回路設計及びデバイス作製
途中のパターン観察と完成後の特性評価を行った。自分自身でオリジナルな5入
力OR回路を作成し、動作させることに成功した。

実験
Experimental

【利用した主な装置】
RO-131（レイアウト設計ツール）、RO-532（干渉式膜厚計）, RO-113（ﾏｽｸﾚｽ露
光装置）、RO-221（酸化炉）、 RO-211（イオン注入装置）、RO-224（ウェル拡
散炉）、RO-416（エッチング装置(レジスト Ashing用)）、RO-321（スパッタ装置
(Al用)）、RO-225（ポストメタライゼーションアニール（PMA）炉）、RO-512
（半導体パラメータ・アナライザ）
【実験方法】
実験には予めn-wellが形成されたウェハを用いた。
1. アクティブ領域を形成するためにリソグラフィを行い、酸化膜をエッチングした。
さらにシールド酸化膜を形成・リソグラフィを行ったのち、イオン注入装置を用い
てnMOSチャネルのインプランテーションを行った。
2. S/D電極を形成するためにリソグラフィーを行い、pMOSに対してはBF2

+

を、nMOSに対してはAsをインプランテーションした。その後シールド酸化膜
をSC-1洗浄にて除去し、活性化アニールを行った。
3. フィールド酸化炉にH2, O2を流し、ゲート酸化膜を形成した。その後にN2を流し、
Asの押し込みアニールを行った。
4. コンタクトホールを形成するためにリソグラフィーを行い、BHFにてウェットエッ
チングを行った。
５． Al電極を形成するために、スパッタリングでウェハ両面にAlを成膜した後、リ
ソグラフィとエッチングを行い、ポストメタライゼーションアニールを行った。

結果と考察
Results and Discussion

設計したレイアウトデータと、完成したCMOS5入力OR回路を光学顕微鏡で観察し
た様子をFig.1に示す
次に、作成したnMOS, pMOSトランジスタの出力特性(ID-VDS特性)と伝達特性(ID-VGS

特性)をFig.2に示す。nMOS, pMOSともに問題なく動作することを確認した。
最後に５入力ORゲートの動作結果をFig.3に示す。プローブの数の都合上、3端子を
オープンにしたまま 2端子にのみ矩形波を印加し出力を測定したが、正常に動作し
た。
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Fig.1 A layout (left) and an optical microscope image of 5-input OR gate
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Fig.2 Output characteristics of nMOS (upper left) and pMOS (upper right)
transistor, and transfer characteristics of nMOS (lower left) and pMOS (lower
right) transistor.
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Fig.3 An operation result of of 5-input OR gate
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